
Als TCO-Frontkontakte für Dünnschicht-Solarzellen werden
unterschiedliche Materialien verwendet. Dazu zählen im
CVD-Verfahren (Chemical Vapour Deposition) hergestelltes
SnO:F, durch Sputtern vom keramischen Target hergestell-
tes ITO und ZnO:Al. Als kostengünstige Alternative hierzu
bietet sich mittels reaktivem Sputtern vom metallischen
ZnAl-Target hergestelltes ZnO:Al an. Hierbei werden schon
bei relativ geringen Substrattemperaturen (~ 150 °C) her-
vorragende Schichteigenschaften auf kleinen Flächen
erreicht. Die deponierten ZnO:Al-Schichten erreichen hier-
bei spezifische Widerstände von ρ < 270 µVcm, bei gleich-
zeitig hoher Transparenz von k (550 nm) < 2 x 10-3. Um
diese Schichteigenschaften zu erreichen, ist eine Stabilisier-
ung des Reaktivgasprozesses notwendig. Die Prozesskon-
trolle erfolgt hierbei mittels Konstanthalten des Sauerstoff-
Partialdrucks durch Regelung der Entladeleistung [1].

Beim Aufskalieren auf große Flächen ergibt sich zusätzlich
das Problem der Kontrolle der Reaktivgas-Zugabe sowie
deren Verteilung entlang größerer Katoden. Um dies zu
untersuchen, wurden bis zu 1.000 x 600 mm2 große Flächen
beschichtet. Für steigenden Prozessdruck neigt der Prozess
zur Instabilität. Diese kann durch eine entsprechende zu-
sätzliche Gasflussregelung entlang der Katode vermieden
werden [2].

Je nach Anwendung für a Si:H- oder CIGS-Zellen ergeben
sich unterschiedliche Probleme: Im Falle des CIGS dürfen
Substrattemperaturen von 200 °C nicht überschritten wer- 167
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den, um den Absorber nicht zu schädigen. Bei a Si:H- bzw.
a Si/µSi-Tandem-Zellen muss das ZnO:Al spezielle Ätzstruk-
turen aufweisen, um ein geeignetes Lighttrapping zu erhal-
ten. Diese Strukturen werden momentan durch nasschemi-
sches Ätzen erzeugt und sind im Wesentlichen von den
Depositionsparametern abhängig [3]. 
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